Digitaltechnik

‘ Kennlinien eines elektrischen Schalters

N Kennlinie eines idealen Schalters
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Digitaltechnik

‘ Verhalten eines Transistor-Schalters
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Ein Transistor befindet sich im Ubersteuerungszustand, wenn sowohl die Basis-Kollektor-Diode, als auch dis
Basis-Emitter-Diods in Durchlassnchtung betrieben wird
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Der Ubersteuerungsfaktor m gibt an, wievielmal grofter der Basisstrom ist, als der zur Erzeugung eines
Kollektorstromes an der Ubersteueningsgrenze
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Digitaltechnik

‘ Schaltverhalten eines Transistors

Zeitlicher Verlauf des Basis- [
und des Kollektorstromes .
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‘ Der ,Speed up” — Kondensator (C,.)
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Grundtypen von MOS-Transistoren

Quelle: Fiel, Indus trieelektroni
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‘ Ausgangskennlinien eines MOS-Trans.

Quelle: R. Weikel, F.
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Einkanal MOS - Inverter
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a) Ohmscher Lastwiderstand

b) Enhancement Lasttransistor im
Pentodenzustand
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c) Enhancement Lasttransistor im
Triodenzustand {P-MOS-Logik)
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d) Depletion Lasttransistor als
Stromquelle (N-MOS-Logik)
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Schalten einer ohmschen Last
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‘ Schalten einer kapazitiven Last
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Pun max = 0.8m UCC ICX
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‘ Schalten einer induktiven Last
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